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Introducao

Os diodos orgéanicos emissores de luz (OLEDs) sao
uma das tecnologias mais promissoras para a
fabricacdo de dispositivos de projecédo de imagens.
Tang e Vanslyke apresentaram em 1987 o primeiro
OLED bicamada eficiente, no qual uma camada
transportadora de buracos era introduzida entre a
camada  eletroluminescente e o eletrodo
transparente™?.

Entre os materiais mais amplamente estudados
como transportadores de buracos em OLEDs,
encontram-se o N,N’-bis(1-naftil)-N,N"-difenil-1,1"-
bifenil-4,4"-diamina (NPB) e o N,N’-difenil-N,N’-
bis(3-metilfenil)(1,1"-bifenil)-4,4"-diamina (TPD).
Estes materiais, com estrutura molecular muito
similar, tém mostrado uma boa estabilidade
morfolégica e térmica, assim como uma grande
facilidade para serem depositados termicamente
como filmes finos®.

Como parte de um estudo sistemético dos
processos de fotodegradacdo de compostos
organicos utilizados em OLEDs neste trabalho
apresentamos os resultados obtidos para filmes
finos de NPB e TPD depositados termicamente em
substratos de silicio com o emprego da técnica de
fotoabsorcdo (NEXAFS). Todos os filmes tém
espessura de 1000 A.

Resultados e Discussao

Foram obtidos espectros de NEXAFS pelo método
de rendimento total de elétrons de filmes de NPB e
TPD expostos a luz UV de 254 nm com uma
densidade de poténcia de ~85mwW/cm?® por 16 horas
€ Nao expostos.

No espectro do NPB foi possivel atribuir o pico de
energia 285,2 eV a transicdo C 1s — T1*, assim
como em 295 eV e 305 eV as transi¢des C 1s — o,*
e C 1s — 0,*, respectivamente. A transicdo m* €
atribuida ao orbital LUMO, que possui ampla
contribuicdo dos grupos naftalicos.

No espectro relativo & borda 1s do nitrogénio do
NPB exposto e ndo exposto a luz UV, foi possivel
identificar transicdes do tipo N 1s — m* em 401 eV,
assim como N 1s — o0;* e N1s — o0,* em 407 eV e
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410 eV, respectivamente, com uma significativa
diminuicao da intensidade no espectro
correspondente ao NPB exposto. A transicdo N 1s
— T* em 401 eV corresponde a transi¢do para o
orbital LUMO, localizado nos grupos naftalicos.

No espectro de NEXAFS na borda 1s do C do TPD,
pode-se observar diferentes ambientes quimicos
dos atomos de carbono na molécula.

J& o espectro na borda 1s do N do TPD exposto a
luz UV 254 nm mostra uma consideravel diminui¢céo
na intensidade se comparado com o0 ndo exposto, o
gue pode estar relacionado com a eje¢do de atomos
de nitrogénio da estrutura molecular.

Conclusoes

Foram identificadas modificacbes na estrutura
eletrbnica relativa aos orbitais LUMO tanto para o
NPB como para o TPD exposto & luz UV. Estas
modifica¢cdes podem prejudicar o funcionamento
dos OLEDs, contribuindo para a perda de eficiéncia
no dispositivo. As mudancas na estrutura eletrénica
atentam contra o transporte de portadores de carga
no dispositivo, afetando o desempenho do mesmao.
Também fica comprometida a afinidade entre os
orbitais LUMO do material transPortador de buracos
e a camada eletroluminescente™. Dessa forma, este
estudo mostra a relativa suscetibilidade tanto do
NPB como do TPD a processos de irradiagdo como,
por exemplo, & exposi¢do a luz UV, em atmosfera
controlada ou ndo, com a ejecdo da estrutura
molecular de &tomos de nitrogénio e estruturas
benzénicas.
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